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【はじめに】 

近年、対象とする材料の多様化に伴い、

量子ビームを融合化した多量子ビーム利用

が主流となりつつある。我々は、複数の量

子ビームを検出できる多量子ビーム検出器

として、10
B中性子吸収体を付加した超伝導

トンネル接合(STJ)素子に着目し、研究を行

っている。基板裏面をエッチングして各素

子を独立させ、個別の検出器に吸収体を付

加してアレイ化することで位置分解能を高

めることができる。前回は STJ検出器の極

低温でのサブギャップ電流の温度依存性を

示し、検出器として動作可能であることを

確認した[1]。本発表ではリフトオフ法によ

り 10
B中性子吸収体を付加した STJ素子の

作製に関して報告する。 

【提案する検出器の作製手順】 

 

検出器の構造を Fig.1に示す。まず、

Si/Si3N4基板の表裏で素子の位置を合わせ

るために貫通孔を作製する。基板の加工に

は、C4F8ガスと SF6ガスを用いた高アスペ

クト比の Si深掘りエッチング技術を用いた。

次に厚膜レジストを塗布・露光してエッチ

ングした後、10
B を蒸着させ、リフトオフに

より不要な部分を除去した。さらに、基板

表側に Nb/Al-AlOx/Nb 系 STJ 素子の作製を

行った。最後に素子直下の Siだけを残すよ

うにエッチングを行い素子分離を行った。 

【厚膜レジストによるリフトオフ】 

蒸着させる 10
Bの膜厚は、数mを目標に

しており、裏面プロセスのために基板を平

坦化する必要があるので、厚膜レジストを

用いたリフトオフを行った。ここではスパ

ッタによる Nb薄膜を用いた場合の結果を

示す。Fig.2は 5.5mのレジストを塗布・露

光した後、Si基板表面を約 1.3mの深さで

エッチングし、同程度の厚みの Nb薄膜を堆

積してリフトオフを行った結果である。次

のフォトリソプロセスに影響しない程度の

平坦面が得られている。今後は 10
Bを蒸着

させ素子作製を行う予定である。 
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